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Bezugszeich^nliste 



100 Halbleiterlaserchip 

101 Substrat 

102 Kalbleiterlaserelement 

103 Strahlformsr 

104 Untere Mantelschicht 

105 Aktive Schicht 

106 Diclce untere Mantelschicht 

107 Dicke aktive Schicht 

10 S Dicke obere Mantelschicht 

109 Austrittskante Strahlf ormer 

110 Untere Oberflache Strahlf ormer 

111 Oberflache Substrat 

112 Obere Mantelschicht 

113 Obere Oberflache Strahlformer 

114 Bereich Aluminiumoxid 

115 Laserstrahl 

116 Kern Glasfaser 

117 Glaafaser 

20 0 Halbleiterlaserchip 

2 01 Substrat 

2 02 Halbleiterlaserelement 

2 03 Strahlformer 

2 04 Graben 

2 05 Breite Graben 

206 Laserstrahl 

207 Geformter Laserstrahl 

208 Glasfaser 

20 9 Glasf aserkern 

3 0 0 Mat eri al - Zusammenset zungsgradient 

301 Verlauf Material-Zusammensetzungsgradient 

302 Erster Bereich 

303 Zweiter Bereich 

304 Dritter Bereich 
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